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(57) Zusammenfassung: Eine Elektroenergielibertragungs-
einrichtung weist ein Kapselungsgehause (1) auf. Das Kap-
selungsgehause (1) umgibt eine Leistungsstrombahn (3).
Kapselungsgehause (1) und Leistungsstrombahn (3) sind
elektrisch isoliert zueinander angeordnet. Eine der Leis-
tungsstrombahn (3) zugewandte Flache des Kapselungsge-
hauses (1) ist mit einer Beschichtung (4a, 4b) versehen, wel-
che eine geringere elektrische Leitfahigkeit aufweist als ein
die Flache ausbildender Abschnitt des Kapselungsgehauses

(1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Elektroenergie-
Ubertragungseinrichtung mit einem Kapselungsge-
hause, welches elektrisch isoliert zu einer Leistungs-
strombahn angeordnet ist und die Leistungsstrom-
bahn umgibt.

[0002] Eine derartige Elektroenergielibertragungs-
einrichtung ist beispielsweise aus der Patentanmel-
dung US 2006/0254791 A1 bekannt. Dort ist ei-
ne Elektroenergielibertragungseinrichtung beschrie-
ben, welche eine Leistungsstrombahn aufweist, die
innerhalb eines Kapselungsgehduses angeordnet
ist. Die Leistungsstrombahn weist verschiedene Ab-
schnitte auf, welche in Kontaktierungsbereichen elek-
trisch leitend miteinander kontaktiert sind. Zur elek-
trischen Schirmung dieser Kontaktierungsbereiche
sind Schildelektroden eingesetzt. Die Schildelektro-
den sind mit einer elektrisch isolierenden Beschich-
tung versehen.

[0003] Zur elektrischen Isolation der Leistungs-
strombahn bezlglich des Kapselungsgehduses ist
im Stand der Technik vorgesehen, eine Gasisolati-
on einzusetzen. Im Zuge einer immer starkeren Mi-
niaturisierung von Anlagenteilen ist es wunschens-
wert, den Raum, welchen die Gasisolation einnimmt
zu reduzieren. Bei einer Reduzierung der Abstan-
de zwischen unterschiedliche elektrische Potentia-
le fihrenden Bauteilen, z. B. zwischen dem Kapse-
lungsgehduse und der Leistungsstrombahn, nimmt
die dielektrische Belastung der elektrischen Isolation
zu, so dass die Gefahr eines Entstehens von elek-
trischen Uberschlagen zunimmt. Prinzipiell sind Ga-
sisolationen zwar unempfindlich gegeniber elektri-
schen Entladungen, da sich Entladungskanéle nach
der erfolgten Entladung wieder mit Isoliergas befll-
len, jedoch sind die mit einem Durchschlag verbun-
denen Erosionen an Fu3punkten des Durchschlags-
kanals nachteilig, so dass elektrische Durchschlége
mdglichst vermieden werden sollten.

[0004] Daher ist es Aufgabe der Erfindung, eine
Konstruktion anzugeben, welche bei geringen aule-
ren Abmessungen elektrische Potentialdifferenzen ri-
sikoarm voneinander separiert.

[0005] Erfindungsgemal wird dies bei einer Elek-
troenergielibertragungseinrichtung der eingangs ge-
nannten Art dadurch geldst, dass eine der Leistungs-
strombahn zugewandte Flache des Kapselungsge-
hauses eine Beschichtung aufweist, die eine geringe-
re elektrische Leitfahigkeit aufweist als ein die Flache
ausbildender Abschnitt des Kapselungsgehauses.

[0006] Zur Erzielung einer hohen mechanischen Be-
lastbarkeit weisen Kapselungsgehduse oftmals elek-
trische Leiterwerkstoffe auf. Diese elektrischen Lei-
terwerkstoffe sind dann im Regelfall mit Erdpotenti-
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al beaufschlagt, wodurch die zwischen dem Kapse-
lungsgehduse und der Leistungsstrombahn befindli-
che Isolation aufgrund des Potentialunterschieds zwi-
schen Kapselungsgehause und Leistungsstrombahn
dielektrisch beansprucht wird. Die Leistungsstrom-
bahn wird im Regelfall mit einer erhdhten elektrischen
Spannung beaufschlagt, um einen Strom durch die
Leistungsstrombahn zu treiben. Diese Spannung
kann im Hoch- und Héchstspannungsbereich meh-
rere 1000 bis mehrere 100.000 Volt betragen, so
dass sich gegentber einem Erdpotential fihrenden
Kapselungsgehduse Potentialdifferenzen von bis zu
mehreren 100.000 Volt ergeben. Das Innere des Kap-
selungsgehduses ist mit einem elektrisch isolieren-
den Gas befillt, so dass unterschiedliche Potentiale
fuhrende Leistungsstrombahn und das Kapselungs-
gehause voneinander elektrisch isoliert sind.

[0007] Durch eine Beschichtung der Flache des
Kapselungsgehauses, die der Leistungsstrombahn
zugewandt ist, kann die Oberflache des Kapselungs-
gehéduses in diesem Bereich homogenisiert werden.
UnregelmaRigkeiten in der Flache, welche der Leis-
tungsstrombahn zugewandt ist, kénnen durch die
Beschichtung, die eine geringere elektrische Leitfa-
higkeit aufweist als das Kapselungsgehause, aus-
geglichen werden. So ist es beispielsweise mdg-
lich, Oberflachenunebenheiten durch die Beschich-
tung zu glatten und an diesen Oberflachenuneben-
heiten entstehende Feldstarkeniberhéhungen durch
die eine geringere elektrische Leitfahigkeit aufwei-
senden Schicht zu ddmpfen. Damit ist es mdglich, die
Feldverteilung gegentiber einer unbeschichteten Fla-
che eines Kapselungsgehauses zu homogenisieren
und Feldstarkelberbeanspruchungen der Gasisolati-
on zu vermeiden.

[0008] Durch diese Beschichtung ist es mdglich,
Kapselungsgehduse einzusetzen, welche eine er-
héhte Rauhigkeit von Flachen aufweisen und diese
durch das Aufbringen einer Beschichtung zu homo-
genisieren. So kann ein Durchschlagsrisiko der Gasi-
solation vermindert werden. Die gewonnene Reserve
kann aber auch zur Reduzierung der Abmessung der
Gasisolation eingesetzt werden.

[0009] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann
vorsehen, dass die Beschichtung ein elektrischer
Halbleiter ist.

[0010] Eine halbleitende Beschichtung ermdéglicht,
den Ubergang von einem elektrisch leitfahigen Kap-
selungsgehduse zu einem elektrisch isolierenden
Stoff wie dem Isoliergas stufenartig zu gestalten.
Uber die halbleitende Schicht wird eine Absteuerung
bzw. eine Ubergangszone von dem elektrisch leiten-
den Kapselungsgehause zu dem gasférmigen Isolier-
medium ausgebildet, so dass ein sanftes Ubergehen
zwischen den stark unterschiedliche elektrische Po-
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tentiale aufweisenden Kapselungsgehduse bzw. der
Leistungsstrombahn gegeben ist.

[0011] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann
vorsehen, dass die Leistungsstrombahn auf einer
dem Kapselungsgehause zugewandten Flache eine
elektrisch halbleitende Beschichtung aufweist.

[0012] Eine zuséatzliche Beschichtung auch der Leis-
tungsstrombahn mit einer halbleitenden Schicht er-
moglicht, Uber die beiden unterschiedliche Potentia-
le fuhrenden Baugruppen Kapselungsgehduse und
Leistungsstrombahn die die elektrische Belastung
des dazwischen liegenden Isoliermediums zu ver-
gleichmaRigen. So wird die die elektrische Belastung
des Isoliermediums bei einer Optimierung sowohl
auf dem spannungsseitigen Potential als auch auf
dem erdseitigen Potential homogenisiert, so dass ei-
ne moglichst gleichmaflige Beanspruchung des Iso-
liermediums langs der Isolierstrecke gegeben ist. So
sollte die Potentialdifferenz langs der Isolierstrecke
mdglichst linear abgebaut werden, um jeden Ab-
schnitt des Isoliermediums mdéglichst gleichmafig zu
belasten und damit lokale Uberlastungen zu vermei-
den. Durch derartige lokale Uberlastungen ware das
Auftreten von Entladungen, beispielsweise auch von
Teilentladungen begtinstigt.

[0013] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann
vorsehen, dass die Beschichtung elastisch verform-
bar ist.

[0014] Eine elastische Beschichtung weist den Vor-
teil auf, dass diese gegeniiber Abplatzungen oder Be-
schadigungen durch duliere mechanische Einwirkun-
gen weitgehend unempfindlich ist. Es kann beispiels-
weise vorgesehen sein, dass eine Beschichtung vor
einer Montage der Elektroenergielibertragungsein-
richtung erfolgt. Wahrend der Montage einwirken-
de Kréfte, beispielsweise durch Werkzeuge o. &.,
kénnen bei einer entsprechenden Elastizitat der Be-
schichtung kaum Stérstellen an dieser hinterlassen.
So kann es beispielsweise vorgesehen sein, dass in
die Beschichtung aufgrund mechanischer Einwirkung
eingebrachte Stérungen z. B. Dellen, Kratzer o. a.
durch eine elastische Rickformung nach einer be-
stimmten Zeit wieder ausgeglichen sind. Dabei kann
auch eine thermische Einwirkung bei einem Strom-
fluss durch die Leistungsstrombahn genutzt werden,
so dass bei erhohten Temperaturen eine Riickfor-
mung der Beschichtung zusatzlich unterstutzt ist.

[0015] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann
vorsehen, dass die Beschichtung eine Stérke von ca.
1 mm bis ca. 5 mm aufweist.

[0016] Eine Beschichtung im Bereich von 1 mm bis
5 mm Wandstarke ermdéglicht es, die Oberflachenbe-
schaffenheit des Kapselungsgehduses bzw. der Leis-
tungsstrombahn durch die Beschichtung zu glatten.
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So ist es mdglich, auch gréRere Vorspriinge oder
Einkerbungen in Flachen von Kapselungsgehause
oder Leistungsstrombahn mittels der Beschichtung
auszugleichen und so eine homogenisierte Oberfla-
che zur Verfigung zu stellen. Dabei ist aufgrund ei-
ner halbleitenden Wirkung der Beschichtung zum ei-
nen eine Oberflachenhomogenisierung zu beobach-
ten, zum anderen werden auch die Feldlinien des
elektrischen Feldes innerhalb des Isoliergases homo-
gener verteilt und feldverstarkende Wirkungen von
Spitzen und Vorspriingen, wie sie beispielsweise bei
rauen Oberflachen zu verzeichnen sind, werden re-
duziert.

[0017] Weiterhin ist bei einer Wahl von ca. 1 mm bis
ca. 5 mm Wandstarke der Beschichtung auch eine
ausreichende Elastizitat der Beschichtung gegeben,
so dass diese zum einen ausreichende Haftung auf
einander zugewandten Flachen von Kapselungsge-
hause bzw. Leistungsstrombahn aufweist und zum
anderen eine ausreichende Elastizitat aufweist, um
gegeniber mechanischen Einwirkungen unempfind-
lich zu sein.

[0018] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann
vorsehen, dass die Beschichtung eine elektrische
Leitfahigkeit von ca. 10~ bis ca. 10~ 5 aufweist.

[0019] Die elektrische Leitfahigkeit der Beschich-
tung sollte in einem Bereich zwischen der von elek-
trisch leitendem Material wie z. B. Aluminium mit 10°
% und einem lIsolierwerkstoff wie Isolierharz von ca.
107233 aufweisen. Insbesondere der Bereich von 10~
% bis 10 £ stellt eine geeignete elektrische Leitfa-
higkeit dar, um eine elektrisch steuernde Wirkung des
halbleitenden Materials zu bewirken. Bei halbleiten-
den Materialien ist eine ausreichende Wirkung gege-
ben, so dass die Beschichtung hinsichtlich eines Auf-
tretens von Einschlissen innerhalb der Beschichtung
nicht optimiert zu werden braucht.

[0020] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann
vorsehen, dass das Kapselungsgehause rohrférmig
ausgestaltet ist.

[0021] Eine rohrférmige Ausgestaltung eines Kapse-
lungsgehduses ermdglicht, eine in sich geschlossene
Flache zur Verfugung zu stellen, die einer innerhalb
des Kapselungsgehduses angeordneten Leistungs-
strombahn zugewandt ist. Insbesondere Kapselungs-
gehduse mit anndhernd kreisférmigem Querschnitt
gestatten eine homogen gewdlbte Flache zur Verfu-
gung zu stellen, welche der Leistungsstrombahn zu-
gewandt ist und welche einfach zu beschichten ist.

[0022] Das Kapselungsgehduse kann beispielswei-
se aus einem gegossenen elektrisch leitfahigen
Werkstoff, wie beispielsweise Aluminium oder Stahl
gefertigt sein.
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[0023] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann
vorsehen, dass die Leistungsstrombahn parallel, ins-
besondere koaxial zur Rohrachse des Kapselungs-
gehauses ausgerichtet ist.

[0024] Durch eine parallele Ausgestaltung der Leis-
tungsstrombahn zur Rohrachse ist es mdglich, ei-
nen optimierten Abstand jener der Leistungsstrom-
bahn zugewandten Flache des Kapselungsgehéu-
ses zu der Leistungsstrombahn einzurichten. So ist
es beispielsweise moglich, mit entsprechenden Iso-
lierkérpern eine Beabstandung der Leistungsstrom-
bahn zu einer der Leistungsstrombahn zugewand-
ten Flache des Kapselungsgehduses zu gewahrleis-
ten. So kdnnen beispielsweise Stitzisolatoren oder
scheibenférmige Isolatoren in das Kapselungsgehau-
se eingebracht werden, um eine Positionierung der
Leistungsstrombahn im Innern des Kapselungsge-
hauses zu gewahrleisten. Das Kapselungsgehause
umgibt die Leistungsstrombahn, so dass eine unmit-
telbare Beruhrung der Leistungsstrombahn von au-
Ren kaum moglich ist. Insbesondere bei einer koaxia-
len Ausrichtung der Leistungsstrombahn zur Rohr-
achse des Kapselungsgehauses ist es mdglich, in
Umfangsrichtung einen ann&hernd konstanten radia-
len Abstand der einander zugewandten Flachen von
Leistungsstrombahn und Kapselungsgehause einzu-
halten. Vorteilhaft ist dabei, wenn das Kapselungs-
gehause einen kreisférmigen Querschnitt aufweist
und die Leistungsstrombahn ebenfalls einen kreis-
férmigen Querschnitt aufweist, wobei die Langsach-
sen von Kapselungsgehduse bzw. Leistungsstrom-
bahn vorteilhaft koaxial zueinander ausgerichtet sein
sollten. Je nach Einsatzbereich kann die Leistungs-
strombahn als Hohlprofil oder als Vollprofil ausgestal-
tet sein.

[0025] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung kann
vorsehen, dass das Kapselungsgehduse die Leis-
tungsstrombahn gasdicht schottet.

[0026] Ein gasdichtes Schotten der Leistungsstrom-
bahn innerhalb des Kapselungsgehduses ermdglicht,
dass Innere des Kapselungsgehauses und damit die
unmittelbare Umgebung der Leistungsstrombahn mit
einem gesonderten lIsoliergas zu beflllen. Dieses
Isoliergas verbleibt dabei innerhalb des Kapselungs-
gehauses und kann aufgrund der gasdichten Schott-
wirkung aus diesem nicht entweichen. So kénnen bei-
spielsweise elektrisch isolierende Gase wie Schwe-
felhexafluorid, Stickstoff 0. &. elektrisch isolierende
Gase in das Innere des Kapselungsgehduses ein-
geleitet werden. Um die elektrische Isolationsféahig-
keit zusatzlich zu verbessern, kénnen die elektrisch
isolierenden Gase mit einem gegenuber der Umge-
bung erhéhten Druck beaufschlagt werden. Durch ei-
ne Druckbeaufschlagung nimmt die Isolationsfestig-
keit des elektrisch isolierenden Gases zuséatzlich zu.
Selbst bei einer Leckage in der Kapselung entweicht
das elektrisch isolierende Gas aufgrund des Uber-
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drucks in die Umgebung, so dass eine Verunreini-
gung des Innern des Kapselungsgehduses durch ein-
strdmende Fremdstoffe in einem gewissen Male ver-
hindert ist.

[0027] Im Folgenden wird in einer Zeichnung ein
Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung schematisch ge-
zeigt sowie nachfolgend néher beschrieben.

[0028] Dabei zeigt die

[0029] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer
Elektroenergielibertragungseinrichtung mit einer ge-
schnittenen Stirnflache, die

[0030] Fig. 2 einen Langsschnitt durch eine Elek-
troenergielibertragungseinrichtung frei von einer Be-
schichtung und die

[0031] Fig. 3 einen Langsschnitt durch eine
erfindungsgemafle Elektroenergielibertragungsein-
richtung.

[0032] Die Fig. 1 zeigt einen Abschnitt einer Elek-
troenergielibertragungseinrichtung, welche ein Kap-
selungsgehause 1 aufweist. Das Kapselungsgehau-
se 1 ist im Wesentlichen rohrférmig ausgebildet und
als Aluminiumgussrohr gestaltet. Eine Vielzahl von
stirnseitig gasdicht miteinander verbundenen Kapse-
lungsgehdusen 1 ermdglicht eine Verlangerung tber
den in der Fig. 1 gezeigten Abschnitt einer Elektro-
energielbertragungseinrichtung hinaus. Zur Verbin-
dung mehrerer Kapselungsgehause 1 ist es moglich,
diese stirnseitig zu koppeln. Koaxial zur Rohrach-
se 2 des Kapselungsgehauses 1 ist eine Leistungs-
strombahn 3 angeordnet. Die Leistungsstrombahn 3
ist vorliegend hohlzylindrisch ausgestaltet, so dass
ein kreisringférmiger Querschnitt zur Fihrung eines
elektrischen Stromes durch die Leistungsstrombahn
3 hindurch gegeben ist. Die Leistungsstrombahn 3
ist Uber in der Fig. 1 nicht dargestellte Isolierkor-
per an einer Innenwandung des Kapselungsgehau-
ses 1 abgestitzt. Bei einem Verbinden mehrerer Kap-
selungsgehause 1 sind die im Innern der mehreren
Kapselungsgehause 1 befindlichen Leistungsstrom-
bahnen 3 in geeigneter Form elektrisch leitend mit-
einander zu verbinden. Dazu kénnen beispielswei-
se Steckkontakte, Schweiltkontakte, Schraubkontak-
te, Klemmkontakte o. 4. Kontaktanordnungen einge-
setzt sein.

[0033] Das Kapselungsgehduse 1 weist eine Innen-
mantelflache auf. Die Leistungsstrombahn 3 weist
eine AnfRenmantelflache auf. Die Innenmantelflache
des Kapselungsgehduses 1 ist eine Flache des Kap-
selungsgehduses 1, welche der Leistungsstrombahn
3 zugewandt ist. Die Auflenmantelflache der Leis-
tungsstrombahn 3 ist eine Flache, welche dem Kap-
selungsgehduse 1 zugewandt ist. In dem Ausfih-
rungsbeispiel gemal der Fig. 1 sind die einander zu-
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gewandten Flachen von Leistungsstrombahn 3 und
Kapselungsgehéuse 1 jeweils mit einer Beschichtung
4a, 4b versehen. Die Beschichtung ist eine halblei-
tende Masse, welche dauerhaft elastisch verformbar
ist und eine Wandstarke von ca. 2 bis 5 mm auf-
weist. Je nach Bedarf kann die elektrische Leitfahig-
keit der halbleitenden Beschichtungen 4a, 4b an der
Leistungsstrombahn 3 bzw. an dem Kapselungsge-
hause 1 variieren. Darlber hinaus kénnen auch die
Wandstarken der Beschichtungen 4a, 4b verschie-
denartig ausgestaltet sein. Durch eine Variation von
elektrischer Leitfahigkeit bzw. der Wandstarke der
Beschichtungen 4a, 4b ist es mdglich, die Feldver-
teilung insbesondere in der Nahe der Oberflache der
elektrisch leitenden Flachen von Kapselungsgehau-
se 1 bzw. Leistungsstrombahn 3 zu beeinflussen, so
dass unzuldssige Feldstarkeliberhéhungen vermie-
den sind.

[0034] Die Fig. 2 zeigt einen Langsschnitt durch ein
Kapselungsgehduse 1 mit einer Leistungsstrombahn
3. Die raumliche Anordnung entspricht der in der
Fig. 1 gezeigten Konstruktion. Jedoch wurde bei der
Ausgestaltung nach Fig. 2 auf eine Beschichtung ver-
zichtet. Die einander zugewandten Flachen von Kap-
selungsgehause 1 bzw. Leistungsstrombahn 3, d. h.
im vorliegenden Falle einander koaxial zugewandte
Innenmantel- bzw. AuRenmantelflachen eines Kreis-
zylinders bzw. Hohlkreiszylinders, sind durch mecha-
nische Bearbeitung mit einer moglichst glatten Ober-
flache versehen. Eine der Leistungsstrombahn 3 zu-
gewandte Flache des Kapselungsgehauses 1 weist
dabei eine Unstetigkeit 5 in Form eines Vorsprunges
auf.

[0035] Unter Betriebsbedingungen ist das Kapse-
lungsgehduse 1, welches elektrisch leitend ist, mit
Erdpotential beaufschlagt.

[0036] Die Leistungsstrombahn 3 ist mit Hochspan-
nung beaufschlagt, um einen Strom durch die Leis-
tungsstrombahn 3 zu treiben. Zwischen dem Hoch-
spannungspotential der Leistungsstrombahn 3 und
dem Erdpotential des Kapselungsgehauses 3 bildet
sich ein elektrisches Feld aus. Im Falle einer Verwen-
dung von Gleichspannung zum Treiben eines Gleich-
stromes durch die Leistungsstrombahn 3 ist ein elek-
trisches Gleichfeld ausgebildet. Im Gegensatz zu ei-
nem Wechselfeld bleibt die Polaritat des Feldes dau-
erhaft erhalten. Das elektrische Feld belastet das zwi-
schen Leistungsstrombahn 3 und Kapselungsgehau-
se 1 befindliche Isoliergas. Aufgrund der Unstetig-
keit 5 wird die Homogenitat des elektrischen Feldes
gestdrt und es entsteht eine Feldspitze 6. Im Be-
reich der Feldspitze 6 erfolgt eine Erhéhung der elek-
trischen Feldstarke und es kann zu einer Uberlas-
tung des Isoliergases in diesem Bereich kommen.
Sofern nicht ein sofortiger Durchschlag bei in Be-
triebnahme der Elektroenergietubertragungseinrich-
tung erfolgt, so ist zumindest im Bereich der Feldspit-
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ze 6 ein Schwachpunkt in der Gasisolation vorhan-
den. Dieser Schwachpunkt kann zum Entstehen von
Teilentladung oder Durchschldgen zwischen Kapse-
lungsgehduse 1 und Leistungsstrombahn 3 flhren.

[0037] Die Fig. 3 zeigt nunmehr ein Kapselungsge-
hause 1 in rohrférmiger Bauweise sowie eine koaxial
zur Rohrachse 2 des Kapselungsgehduses 1 ange-
ordnete Leistungsstrombahn 3. Die Leistungsstrom-
bahn 3 ist an ihrer dem Kapselungsgehause 1 zu-
gewandten Flache frei von einer Beschichtung. Ge-
maf dem Ausflihrungsbeispiel nach Fig. 3 ist ledig-
lich eine Beschichtung 4b auf der Innenmantelflache
des Kapselungsgehduses 1 aufgebracht. Die Innen-
mantelflaiche des Kapselungsgehauses 1 ist die Fla-
che, welche der Leistungsstrombahn 3 zugewandt
ist. Wie im Beispiel der Fig. 2 weist die Innenman-
telflache des Kapselungsgehduses 3 eine Unstetig-
keit 5 auf. Die Unstetigkeit 5 ist von der Beschich-
tung 4b Uberdeckt. Eine Feldstarkelberhéhung 7 ist
im Bereich der Unstetigkeit 5 gemaf Fig. 3 gegen-
tiber der aus der Fig. 2 bekannten Uberhéhung deut-
lich reduziert, d. h. das elektrische Feld ist durch die
Beschichtung 4b des Kapselungsgehauses 1 homo-
genisiert worden. Eine Feldstarkelberhdhung ist re-
duziert. Damit ist die Neigung zur Ausbildung eines
Durchschlages in der Gasisolation gegeniber einer
Variante, wie in der Fig. 2 gezeigt, reduziert. Somit
ist es moglich, in der Oberflachenqualitat reduzierte
Kapselungsgehduse 1 bzw. Leistungsstrombahnen
3 einzusetzen und die Oberflachen durch eine halb-
leitende Beschichtung zu homogenisieren. Alternativ
oder zusétzlich kann auch vorgesehen sein, die Po-
tentialdifferenz zwischen Leistungsstrombahn 3 und
Kapselungsgehduse 1 zu erhdhen und somit eine
grélRere Leistung Uber die Leistungsstrombahn 3 zu
Ubertragen oder die Wegstrecke zwischen Leistungs-
strombahn 3 und Kapselungsgehause 1 zu reduzie-
ren.

[0038] Neben der in der Fig. 3 gezeigten Beschich-
tung des Kapselungsgehauses 1 mit einer halbleiten-
den Schicht 4b kann auch vorgesehen sein, dass le-
diglich die Leistungsstrombahn 3 an einer dem Kap-
selungsgehause 1 zugewandten Flache mit einer
halbleitenden Beschichtung zu versehen. Es kann
auch vorgesehen sein, dass sowohl Flachen des
Kapselungsgehduses 1, welche der Leistungsstrom-
bahn 3 zugewandt sind, als auch Flachen der Leis-
tungsstrombahn 3, welche dem Kapselungsgehause
1 zugewandt sind, mit einer Beschichtung die halb-
leitend ist zu versehen. Die Ausgestaltung beispiels-
weise hinsichtlich der Wandstérke der Beschichtun-
gen an Leistungsstrombahn 3 und/oder Kapselungs-
gehause 1 kann dabei variieren. Ebenso kann die
elektrische Leitfahigkeit der Beschichtungen an Kap-
selungsgehause 1 bzw. Leistungsstrombahn 3 un-
terschiedlich gewahlt werden, um eine gewiinschte
Feldverteilung zu erzielen.
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1. Elektroenergielibertragungseinrichtung mit ei-
nem Kapselungsgehause (1), welches elektrisch iso-
liert zu einer Leistungsstrombahn (3) angeordnet ist
und die Leistungsstrombahn (3) umgibt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine der Leistungsstrombahn
(3) zugewandte Flache des Kapselungsgehauses (1)
eine Beschichtung (4a, 4b) aufweist, die eine gerin-
gere elektrische Leitfahigkeit aufweist als ein die Fla-
che ausbildende Abschnitt des Kapselungsgehauses

(1).

2. Elektroenergielbertragungseinrichtung nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
schichtung (4a, 4b) ein elektrischer Halbleiter ist.

3. Elektroenergielbertragungseinrichtung nach ei-
nem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Leitungsstrombahn (3) auf einer dem
Kapselungsgehause (1) zugewandten Flache eine
elektrisch halbleitende Beschichtung (4a, 4b) auf-
weist.

4. Elektroenergielbertragungseinrichtung nach ei-
ne der Anspriiche 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Beschichtung (4a, 4b) elastisch verformbar
ist.

5. Elektroenergielbertragungseinrichtung nach ei-
nem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die Beschichtung (4a, 4b) eine Starke von ca. 1
mm bis ca. 5 mm aufweist.

6. Elektroenergielbertragungseinrichtung nach ei-
nem der Anspriche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Beschichtung (4a, 4b) eine elektrische Leit-
fahigkeit von ca. 107 bis ca. 10 & aufweist.

7. Elektroenergielbertragungseinrichtung nach ei-
nem der Anspriche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass das Kapselungsgehause (1) rohrférmig ausge-
staltet ist.

8. Elektroenergielbertragungseinrichtung nach
Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Leis-
tungsstrombahn (3) parallel, insbesondere koaxial
zur Rohrachse des Kapselungsgehauses (1) ausge-
richtet ist.

9. Elektroenergielbertragungseinrichtung nach ei-
nem der Anspriche 1 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass das Kapselungsgehause (1) die Leistungs-
strombahn (3) gasdicht schottet.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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FIG 1
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FIG 3
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